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Introducao

Os varistores, ou resistores nao lineares, sédo
materiais ceramicos caracterizados por apresentarem
comportamento elétrico nao linear entre a corrente (I)
e a tensdo (V). Sua principal caracteristica é a
diminuicdo da resisténcia quando ocorre um aumento
de intensidade do campo elétrico aplicado . Estes
materiais sdo utilizados como elementos protetores
de circuitos elétricos e eletrénicos @. Um material
ceramico que apresenta potencial como varistor de
baixa tensdo é o TiO,. O primeiro estudo sobre
varistores de TiO, foi publicado por Yan e Rhodes ©
em 1981. Utilizando como dopantes Nb,Os e BaO e
atmosfera oxidante no resfriamento, obtiveram
coeficiente de nao linearidade a entre 3 e 7. Desde
entdo se tem estudado diversos sistemas varistores a
base de diéxido de titanio. Neste trabalho verificou-se
a influéncia do dopante Nb,Os na condutividade
elétrica e nas propriedades microestruturais do
sistema (99,90-x)%Ti0,.0,05%Cr,03.x%Nb,0Os5 (% em
mol), sendo x = 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%. O
processamento empregado foi 0 método convencional
de mistura dos Oxidos. As amostras foram
conformadas a 63 MPa e entéo sinterizadas a 1400°C
por 2 horas. O estudo das propriedades elétricas para
os diferentes sistemas foram realizados em corrente
continua a temperatura ambiente e, em funcdo da
variacdo da temperatura. As microestruturas foram
caracterizadas por DRX, MEV, EDS e quantificadas
pelo método de Rietveld.

Resultados e Discussao

Para a caracterizacdo estrutural foi utilizada
a técnica de difracdo de raios X. Nos DRX observa-se
0s picos caracteristicos da fase TiO,

Pela andlise das fotomicrografias obtida por
microscopia eletronica de varredura (MEV) pode-se
visualizar que a adicao crescente de Nb,Os provoca
uma diminuicao no tamanho médio de graos.
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Figura 1. Micrografias obtidas por microscopia
eletrénica de varredura do compacto cerdmico do
sistema (99,90-x)%TiO,.0,05%Cr,03.x%Nb,0s (% em
mol) sinterizado a 14000°C por 2 horas: a) x=0,05 e
b) x=0,25.

O estudo das propriedades elétricas para as
diferentes dopagens de Nb,Os foi realizado em
corrente continua a temperatura ambiente. Os
resultados obtidos caracterizam os materiais como
varistores de baixa tensdo, com tensdes de ruptura
entre 5 e 250 V/cm.

Conclusdes |

A adicdo crescente de 6xido de niébio (V) ao
sistema TiO,.Cr,O; provoca uma diminuicdo no
tamanho médio de graos e, deste modo, altera-se o
comportamento elétrico dos sistemas estudados,
levando a um aumento da tenséo de ruptura.
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